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Effect of temperature annealing on luminescent properties of nanostructured aluminum 
oxide wasstudied. Growthof ICL emission, caused of aggregates vacancies of oxygen, is ob-
served with growingof annealing temperature. Growth of annealing temperature also leads 
to increasethe output and shape complication of TL curve. 
 
Актуальность исследования люминесцентных свойств нанокерамик на ос-
нове оксида алюминия связана с их возможным использованием в качестве де-
текторов радиационных излучений. Известно, что выход люминесценции этого 
материала определяется присутствием центров свечения, связанных с кисло-
родными вакансиями. Одним из способов создания вакансий кислорода являет-
ся высокотемпературная обработка материала в восстановительных условиях.  
Целью данной работы является исследование влияния температуры отжига 
на люминесцентные свойства наноструктурного оксида алюминия.  
Использовались образцы в форме компактов, полученных из нанопорошка 
оксида алюминия -фазы. Размер частиц составил 75-200 нм. Компакты в виде 
таблеток массой 40 мг, диаметром 5 мм и толщиной 1 мм были получены путем 
холодного одноосного прессования порошка под давлением 500 МПа. Образцы 
облучались при комнатной температуре электронным пучком ускорителя с дли-
тельностью импульса 2 нс и средней энергией электронов 130±1 кэВ при плот-
ности тока 60 А/см
2
. Поглощенная доза при облучении одним импульсом соста-
вила 1,5 кГр. Высокотемпературный отжиг с целью создания кислородных ва-
кансий производился в вакуумной электропечи с экранной изоляцией СНВЭ-
9/18 в присутствии углерода при Т=1100, 1300, 1500
о
С. 
По данным ИКЛ-спектроскопии, в образцах наблюдается широкая полоса в 
области 700 нм, обусловленная примесью титана, на фоне узкой R-линии ионов 
хрома. Также наблюдается свечение в диапазоне 470-550 нм, обусловленное аг-
регатами вакансий кислорода. С повышением температуры отжига происходит 
увеличение интенсивности свечения ИКЛ. 
По данным ТЛ с повышением температуры отжига наблюдается увеличение 






вующего в исходных образцах, после отжига до 1100
о
С появляются пики при 
320-350 
о
С, а после 1300
о
С – дополнительные пики при 125 
о
С и 230 
о
С. На ри-
сунке 1 изображена кривая ТЛ образца, отожженного до 1500
о
С. Виден гори-
зонтальный участок в области 170-230 
о
С. Причинами его появления могут 
быть два эффекта: туннельная рекомбинация носителей заряда либо присутст-
вие распределения ловушек по энергиям. Выяснение природы данного эффекта 
требует дальнейших исследований. 
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Annotation. In this work a model of the position-sensitive detector was created, and 
parameters that affect spatial resolution were investigated. According to the results the 
optimal configuration of the detector was chosen. 
 
Имеется задача обнаружения скрытых дефектов в массивных изделиях из 
тяжелых металлов. При этом требуемое пространственное разрешение состав-
